
 

 

１０００Ｗ ＱＣＷ ９７５ｎｍ ＶＣＳＥＬアレイサブモジュール 

PQCW-CS2-1000-W0975 

 

ＶＣＳＥＬ（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser diode）技術が 

用いられています。 

非常に高い信頼性。 

高温動作可能。（８０℃まで） 

非常に高い出力密度。（３．５ｋＷ／ｃｍ２まで） 

波長安定化＆狭スペクトル幅。（１ｎｍ） 

特注波長対応可。（８０８ｎｍ－１０６４ｎｍ） 

 

 

電気的および光学的特性 

パラメータ 状態（１） 最小 標準値 最大 単位 

ＱＣＷ光出力 ２５０Ａ、２５℃ヒートシンク １０００ １１００ ― Ｗ 

しきい値電流 ２５℃ヒートシンク ― ７ ９ Ａ 

動作電流 １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ― ２３０ ２５０ Ａ 

動作電圧 １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ― ２０ ２５ Ｖ 

微分抵抗 １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ― ５０ ６０ ｍΩ 

スロープ効率 ２５℃ヒートシンク ４．３ ４．８ ― Ｗ／Ａ 

変換効率 ２００Ｗ、２５℃ヒートシンク ４０ ４５ ― ％ 

中心波長 １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ９６５ ９７５ ９８５ ｎｍ 

スペクトル幅（ＦＷＨＭ） １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ― １ ２ ｎｍ 

温度波長シフト ２５℃ヒートシンク ０．０６０ ０．０６５ ０．０７０ ｎｍ／℃ 

Ｎ．Ａ．（４―Ｓｉｇｍａ） １ｋＷ、２５℃ヒートシンク ― ０．１８ ０．２ ― 

放出面積 ― ― ３．５×８ ― ｍｍ２ 

（１）ＱＣＷの状態：パルス幅１００μｓｅｃ／デューティサイクル０．３％（３０Ｈｚ） 
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絶対最大定格 

パラメータ 状態 

順方向電流 ３００Ａ 

逆方向電流 ２５μＡ 

動作温度 ０℃から＋８０℃まで 

保管温度 －４０℃から＋８０℃まで 

パルス幅／デューティサイクル ２００μｓｅｃ／２％ 

 

注文情報 

ＰＱＣＷ－ＣＳ２－１０００－Ｗ０９７５  （ＰＱＣＷ－パッケージタイプ－ＱＣＷ光出力［Ｗ］－波長［ｎｍ］） 

 

機械的特性 

パラメータ 値 

パッケージ幅 ８．４７±０．０１ｍｍ 

パッケージ長 １２．７０±０．０１ｍｍ 

パッケージ高 ０．６０±０．０１ｍｍ 

熱抵抗 ＜０．２℃／Ｗ 

最大はんだ温度 １４０℃ 

電極材料 Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕ＋１２μｍ Ａｕ
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